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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和2年11月12日(2020.11.12)

【公表番号】特表2019-535138(P2019-535138A)
【公表日】令和1年12月5日(2019.12.5)
【年通号数】公開・登録公報2019-049
【出願番号】特願2019-516495(P2019-516495)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/66     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  21/956    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/66     　　　Ｊ
   Ｈ０１Ｌ   21/66     　　　Ｗ
   Ｇ０１Ｎ   21/956    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和2年9月23日(2020.9.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウエハの表面を、前記ウエハ上に製造された垂直にスタックされた半導体構造に埋め込
まれた欠陥の近くの一つ又はそれ以上の位置で物理的にマークするように構成されたマー
キングツールと、
　光学的検査ツールであって、
　ある量の照射光を生成する様に構成された照射源と、
　前記の照射光量をウエハ上に配置された垂直にスタックされた半導体構造にフォーカス
する様に構成された照射サブシステムと、
　前記フォーカスされた照射光に応答して前記垂直にスタックされた構造から光を収集す
る様に構成された収集サブシステムと、
　前記収集された光を検出して、収集された光量を示す一つ又はそれ以上の出力信号を生
成する様に構成された検出器と、
を備える光学検査ツールと、
　計算システムであって、
　前記一つ又はそれ以上の出力信号を受領し、
　前記一つ又はそれ以上の出力信号に基づいて、前記埋め込まれた欠陥の位置を決定し、
　前記一つ又はそれ以上の出力信号に基づいて、前記一つ又はそれ以上の物理的マークの
位置を決定し、
　前記埋め込まれた欠陥の位置と前記一つ又はそれ以上の物理的マークの位置との間の距
離を、前記ウエハの表面に平行な少なくとも２つの次元で決定する、
ように構成された計算システムと、
　を備える欠陥位置決めシステム。
【請求項２】
　前記ウエハの表面から材料を除去する様に構成された材料除去ツールと、
　計算システムであって、
　前記一つ又はそれ以上の物理的マークの位置のしるしと、前記埋め込まれた欠陥の位置
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と前記一つ又はそれ以上の物理的マークの位置との間の距離と、を受領し、
　前記材料除去ツールに前記埋め込まれた欠陥の位置において前記ウエハから材料を除去
させるコマンド信号を、前記材料除去ツールに通信する、
ように構成された計算システムと、
　前記材料の除去の後に前記埋め込まれた欠陥をイメージングする様に構成された欠陥検
証ツールと、
をさらに備える、
　請求項１に記載の欠陥位置決めシステム。
【請求項３】
　前記材料除去ツールがフォーカスイオンビーム加工ツールである、
　請求項２に記載の欠陥位置決めシステム。
【請求項４】
　前記マーキングツールと前記光学的検査ツールとが単一のウエハ処理ツールに一体化さ
れている、
　請求項１に記載の欠陥位置決めシステム。
【請求項５】
　前記マーキングツールが、レーザ、機械的スクライブ、及び電子ビームのいずれかを含
む、
　請求項１に記載の欠陥位置決めシステム。
【請求項６】
　前記ウエハの表面が、前記埋め込まれた欠陥の近くの２つ又はそれ以上の位置で物理的
にマークされる、
　請求項１に記載の欠陥位置決めシステム。
【請求項７】
　前記一つ又はそれ以上の物理的マークの各々が、前記埋め込まれた欠陥の位置から５マ
イクロメートル以内に置かれている、
　請求項１に記載の欠陥位置決めシステム。
【請求項８】
　前記埋め込まれた欠陥の位置と前記一つ又はそれ以上の物理的マークの位置との間の距
離が、１００ナノメートルより小さい精度で決定される、
　請求項１に記載の欠陥位置決めシステム。
【請求項９】
　前記埋め込まれた欠陥が前記ウエハの表面の少なくとも５０ナノメートル下方に位置し
ている、
　請求項１に記載の欠陥位置決めシステム。
【請求項１０】
　前記垂直にスタックされた半導体構造が３次元のＮＡＮＤメモリデバイスである、
　請求項１に記載の欠陥位置決めシステム。
【請求項１１】
　光学的検査システムの前記照射源が広帯域レーザを保持したプラズマ光源である、
　請求項１に記載の欠陥位置決めシステム。
【請求項１２】
　ウエハの表面を、前記ウエハ上に製造された垂直にスタックされた半導体構造に埋め込
まれた欠陥の近くの一つ又はそれ以上の位置でマーキングツールによって物理的にマーク
するステップと、
　光学検査ツールの照射源で生成されたある量の照射光をウエハ上に配置された垂直にス
タックされた半導体構造にフォーカスするステップと、
　前記フォーカスされた照射光に応答して前記垂直にスタックされた構造から前記光学検
査ツールの収集サブシステムによって光を収集するステップと、
　前記光学検査ツールの検出器によって前記収集された光を検出して、収集された光量を
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示す一つ又はそれ以上の出力信号を生成するステップと、
　前記一つ又はそれ以上の出力信号に基づいて前記埋め込まれた欠陥の位置を決定するス
テップと、
　前記一つ又はそれ以上の出力信号に基づいて前記一つ又はそれ以上の物理的マークの位
置を決定するステップと、
　前記埋め込まれた欠陥の位置と前記一つ又はそれ以上の物理的マークの位置との間の距
離を、前記ウエハの表面に平行な少なくとも２つの次元で決定するステップと、
を包含し、前記一つ又はそれ以上の出力信号に基づいて前記埋め込まれた欠陥の位置を決
定するステップと、前記一つ又はそれ以上の出力信号に基づいて前記一つ又はそれ以上の
物理的マークの位置を決定するステップと、前記埋め込まれた欠陥の位置と前記一つ又は
それ以上の物理的マークの位置との間の距離を、前記ウエハの表面に平行な少なくとも２
つの次元で決定するステップは、コンピュータシステムで実行される、方法。
【請求項１３】
　前記埋め込まれた欠陥の位置と前記一つ又はそれ以上の物理的マークの位置との間の距
離に少なくとも部分的に基づいて、前記ウエハの表面から材料を除去するステップをさら
に包含する、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記材料の除去の後に前記埋め込まれた欠陥をイメージングするステップをさらに包含
する、
　請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ウエハ表面のマーキングステップが、レーザ、機械的スクライブ、及び電子ビーム
のいずれかを伴う、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ウエハの表面が、前記埋め込まれた欠陥の近くの２つ又はそれ以上の位置で物理的
にマークされる、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　前記一つ又はそれ以上の物理的マークの各々が、前記埋め込まれた欠陥の位置から５マ
イクロメートル以内に置かれている、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１８】
　前記埋め込まれた欠陥の位置と前記一つ又はそれ以上の物理的マークの位置との間の距
離が、１００ナノメートルより小さい精度で決定される、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１９】
　前記垂直にスタックされた半導体構造が少なくとも厚さ３マイクロメートルであり、前
記埋め込まれた欠陥が前記ウエハの表面の少なくとも５０ナノメートル下方に位置してい
る、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項２０】
　欠陥位置決めシステムであって、
　ウエハの表面を、前記ウエハ上に製造された垂直にスタックされた半導体構造に埋め込
まれた欠陥の近くの一つ又はそれ以上の位置で物理的にマークするように構成されたマー
キングツールと、
　光学的検査ツールであって、
　ある量の照射光を生成する様に構成された照射源と、
　前記の照射光量をウエハ上に配置された垂直にスタックされた半導体構造にフォーカス
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する様に構成された照射サブシステムと、
　前記フォーカスされた照射光に応答して前記垂直にスタックされた構造から光を収集す
る様に構成された収集サブシステムと、
　前記収集された光を検出して、収集された光量を示す一つ又はそれ以上の出力信号を生
成する様に構成された検出器と、
を備える光学検査ツールと、
　計算システムであって、
　一つ又はそれ以上のプロセッサと、
　非一時的なコンピュータ読み取り可能媒体であって、前記一つ又はそれ以上のプロセッ
サによって実行されると、前記欠陥位置決めシステムに、
　前記一つ又はそれ以上の出力信号を受領し、
　前記一つ又はそれ以上の出力信号に基づいて前記埋め込まれた欠陥の位置を決定し、
　前記一つ又はそれ以上の出力信号に基づいて前記一つ又はそれ以上の物理的マークの位
置を決定し、
　前記埋め込まれた欠陥の位置と前記一つ又はそれ以上の物理的マークの位置との間の距
離を、前記ウエハの表面に平行な少なくとも２つの次元で決定させる、
指令を記憶している、非一時的なコンピュータ読み取り可能媒体と、
を備える、欠陥位置決めシステム。
【請求項２１】
　前記ウエハの表面から材料を除去する様に構成された材料除去ツールをさらに備え、
　前記非一時的なコンピュータ読み取り可能媒体がさらに、前記一つ又はそれ以上のプロ
セッサによって実行されると、前記欠陥位置決めシステムに、
　前記一つ又はそれ以上の物理的マークの位置のしるしと、前記埋め込まれた欠陥の位置
と前記一つ又はそれ以上の物理的マークの位置との間の距離と、を受領し、
　前記材料除去ツールに前記埋め込まれた欠陥の位置において前記ウエハから材料を除去
させるコマンド信号を、前記材料除去ツールに通信させる、
指令をさらに記憶しており、
　前記材料の除去の後に前記埋め込まれた欠陥をイメージングする様に構成された欠陥検
証ツールをさらに備える、
　請求項２０に記載の欠陥位置決めシステム。
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